DB HiTek zahajuje implementaci 650V GaN
HEMT procesu pro zakazniky
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Spolecnost DB HiTek, ktera patri mezi predni vyrobce osmipalcovych polovodicu, dnes
oznamila, Ze se nachazi v zavérecné fazi vyvoje svého procesu vyroby 650V E-Mode GaN
HEMT (Gallium Nitride High-Electron Mobility Transistor, tranzistoru s vysokou
elektronovou pohyblivosti), platformy vykonovych polovodic¢u nové generace. Spolecnost
také na konci rijna nabidne specializovany program vyroby GaN MPW.

- Klicovd technologie pro vysokou ticinnost a miniaturizaci datovych center Al, robotiky adalsich
aplikact

- Specializované GaN MPW (multi-project wafer, viceprojektové desticky) planovanéna konec rijna

- Rozsiteni BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) know-how na vyrobu kompozitnich polovodict véetné GaN
(nitridu gallitého) a SiC (karbidu kremiku)

Ve srovnani s tradi¢nimi vykonovymi zarizenimi na béazi kremiku poskytuji polovodic¢e na bazi GaN
vynikajici vykon v provoznich podminkach s vysokym napétim, vysokou frekvenci a vysokou teplotou
a nabizeji vyjimecnou energetickou ucinnost. Zejména 650V E-Mode GaN HEMT vynika vysokou
rychlosti spinani a robustni stabilitou provozu, diky ¢emuz je vhodny pro infrastrukturu nabijeni
elektromobildl, systémy premény energie v hyperscale datovych centrech a pokrocila zarizeni 5G siti.

Spole¢nost DB HiTek identifikovala GaN a SiC jako klicové faktory ristu jiz v roce 2022, kdy byl trh
s kompozitnimi polovodici jesté v plenkach, a od té doby vyznamné investuje do vyvoje procesu. Jak
uvadi mluvci DB HiTek: ,Spole¢nost DB HiTek si vydobyla celosvétové uznani pro sva prvenstvi v
oblasti technologii vykonovych polovodi¢l na bézi kiemiku, véetné vyvoje prvniho 0,18um BCDMOS
procesu v tomto odvétvi. Od zarazeni kapacit pro GaN procesy o¢ekavame dalsi zvySeni
konkurenceschopnosti spole¢nosti diky Sirokému portfoliu technologii."

Po uspésné realizaci procesu 650V GaN HEMT planuje spole¢nost DB HiTek do konce roku 2026
zavést proces 200V GaN a proces 650V GaN optimalizovany pro zaclenéni IC (integrovanych
obvodl). Do budoucna se spole¢nost zaméri na rozsireni své platformy GaN na $irsi spektrum napéti
v souladu s potrebami trhu a pozadavky zékaznika.

Pro potreby téchto iniciativ DB HiTek rozsiruje ¢isté prostory zavodu Fab2 v jihokorejské provincii
Severni Cchung¢chong. Toto rozsiteni by mélo podle o¢ekavani zvysit kapacitu priblizné o 35.000
osmipalcovych desticek za mésic, coz posili také vyrobu procesu GaN, BCDMOS a SiC. Po dokonc¢eni
se celkova mésicni kapacita vyroby destiCek spolecnosti DB HiTek zvysi o0 23 % - ze 154.000 na
190.000 kusu.

Spolec¢nost DB HiTek se rovnéz zicastni mezinarodni konference o karbidech kremiku a pribuznych
materialech ICSCRM (The International Conference on Silicon Carbide and Related Materials) 2025,
ktera se uskutecCni 15. - 18. zari v kongresovém centru BEXCO v Pusanu. Na tomto globalnim
prumyslovém foru spolecnost predstavi pokroky ve vyvoji procesu SiC spolu se svymi technologiemi
GaN a BCDMOS a bude se primo vénovat svym zakaznikiim a prednim predstavitelim odvétvi.

KONTAKT: Hyunjoo Yu/ hyunjoo.yul@dbhitek.com



http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/db-hitek-zahajuje-implementaci-650v-gan-hemt-procesu-pr

0-zakazniky/2719612



http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/db-hitek-zahajuje-implementaci-650v-gan-hemt-procesu-pro-zakazniky/2719612
http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/db-hitek-zahajuje-implementaci-650v-gan-hemt-procesu-pro-zakazniky/2719612

